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窒化ガリウム(GaN)は, 高耐圧・低オン抵抗・高速スイッチング特性を有する次世代パワーデバ

イス材料として注目されており, GaN 基板を用いた GaN 縦型 MOSFET は, 横型の AlGaN/GaN 

HEMT と比較して, アバランシェ耐性やノーマリオフ特性実現の点で有利である. 反転型 n チャ

ネルMOSFETにおいて, チャネルは p型 GaNに形成されることから, デバイス設計を行うにあた

って, p-GaNの諸物性値は極めて重要である. 物性値について, 高濃度Mgドープ p-GaNに対する

報告は多数存在するが, 低濃度 Mg ドープ p-GaN も含めた系統的な議論は少数であり, その知見

は限定的である. 我々は, デバイス設計に必要な基礎物性を得ることを目的とし, MOVPE による

低濃度 Mg ドープ p-GaN のホモエピタキシャル成長の実現とその物性評価に取り組んでいる. 前

回, 温度範囲 160~450Kでのホール効果測定を行うことで, アクセプタのイオン化エネルギーや移

動度のドーピング濃度依存性について解析し報告した[1]. 前回のデータは, 温度誤差が大きいこ

とが判明したことから, 今回, 測定装置の改良を行い, より正確なデータの取得を試みるととも

に, より広い温度範囲(130~660K)において測定を行った. また, データの解析により, 価電子帯の

有効状態密度 NVを明らかにしたので報告する.  

用いた試料は, 低濃度 n型 GaN (4 µm)/GaN(0001)基板テンプレート上に, MOVPEによりホモエ

ピ成長した p-GaNであり, 膜厚は 1 µm, Mg濃度は 6.5×1016~2.3×1018 cm-3である. ホール効果測定

より, ホール散乱因子 γ を 1 と仮定し, 算出した p-GaN の正孔密度を図 1 に示す. Mg 濃度

6.5×1016 cm-3の試料において, 500K以上の領域で, 正孔密度の飽和が見られており, 出払い領域を

観測することに成功した. 出払い領域の正孔密度よ

り実効アクセプタ密度 が精度よく算出可能で

あり, 活性化領域(低温領域)と併せてフィッティング

を行うことにより 300K における NVは 7.5×1019 cm-3

と算出された. また, このNVを用い, 他のドープ濃度

試料についてフィッティングを行ったところ, 実験

結果とよく一致した. 本研究で得られた NV は, 実験

的に算出されたものであり, デバイスシミュレーシ

ョン等において有用な値であると言える.  
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Fig. 1 Temperature dependence of hole 

concentration for p-GaN layer. 
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